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CuGaSe2 monokristalinin adi halda 6lgiilon Volt-Amper xarakteristikasinda alinan maksimum j-siialanmadan sonra diiz
Xotto ¢evrilmigdir. Diiz xott (plata adlanir) otalotli r- aggar markozlorinin j-siialanmadan sonra tam bosaldigini ifads edir. Bu
iSo xarici tosirdan sonra geyri-asas yiikdastyicilarin ardigini gostorir.

Acar sozlor: Spektral xarakteristika, y-stialari, nogtavi defektlor, donar,ak¢eptor ionlari.

Pacs: 61.80.Ed.

Ikigat analoglarindan fargli olarag, ticgat birlos-
molarin fiziki xassalorinin, boylk enerji vo temperatur
intervalini shato etmasi, hamin maddsloro maragin art-

masina sobab olmusdur. Umumi formulast A'B"C,V!

soklindo ifado olunan birlogsmalordon biri do CuGaSe;
monokristaldir. Alinmasi texnologiyas: vo sabit elek-
trik sahosinin obyekts tosiri torafimizdoan dyranilmisdir

[1].

Yeni magalods iso Y- radiasiyanin CuGaSe, mo-
nokristalinin  volt-amper xarakteristikasina tosirindon
sonra yaranan, noqtavi defektlorin kegiricilikdaki rolu-
nun Oyronilmisdir. Mévzunun aktualligi: ZnSe mono-
kristalinin iigqat analoqu olan CuGaSe; az Gyranilmis-
dir. Bu isa monokristalin alinmasinin texnoloji ¢atinli-
yindan irali golir. Diisiiniiriik ki, obyektin fundamental
sokilds dyranilmasine ehtiyac duyulur, ¢linki tatbiq im-
kanlari ¢ox genigdir. Masalonin qoyulusu: Y-radiasiya-
dan sonra meydana ¢ixan ionlagmanin, kegiriliys tasi-
rinin, yaranan noqtevi defektlor hesabina oldugunun
tocriibi olarag mumkinliylnd izah etmakdir [2]. Va bu
parametrlorin diizgiin tayin olunmasi hesabina, elektron
cihazlarin keyfiyyatli vo rogabosto davamli olacagim
gostormok miimkiin olmusdur.

Toacribanin aparilmast:

Olgmolor otaq temperaturunda aparilmigdir. Y-
radiyasiyanin bir ne¢o dozada tesirindsn sonra tacri-
balar tokrar olunmusdur. Birinci sokildan (1) goriindii-
yu kimi, ilkin spektrdo corayanin artimi miisahids olu-
nur, sahonin artmasina miitonasib olaraqg hor 10 voltdan
bir corayanin qiymati mikrovoltnanoampermetrlo geyd
olunmusdur. Sonra iso enerjisi 1,25 MeV olan Y-
radiasiyanin bir ne¢o dozasindan sonra tocriibo davam
etdirilmisdir. Alinan noticalorin mizakirasi: Tocriibanin
Y- giialarinim tosirindon sonra tokrar olunmasi, yaranan
defektlorin Kkegiriciliys tosirinin aydinlagdirilmasinda
an asan yol oldugu genastindoyik. Yarimkegiricilords
yiikdasinmasinin mexanizmini izah etmek {iglin qada-
gan olunmus zonanin morkazindoki agsqar morkazlori-
nin 6zlorini rekombinasiya morkazi kimi apardigini no-
zoro almaq lazimdir. Bazi hallarda sarhodds mévcud
olan potensial guxur nozariyyssi totbiq etmok daha ol-
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veriglidir. Bu yolla geyri-asas yilikdasiyicilarin artma-
sint izah edos bilorik. Atomun elektronu vo ya desiyi
udmasi naticasinds, elektronlarin (desiklorin) konsen-
trasiyast arta, vo ya azala bilar. Biz bunu spektrds saho-
nin maksimal giymsatinin 50 Volta gadarki giymatinds
miigahids edirik. (1 sokil ayri 1). Y- radiasiyanin tesi-
rindan sonra bu simmetriyanin pozuldugunu goriirriik
(1 sokil ayri 2).

CuGaSe2 VIA, T=300,R=0,2Mom.
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Sokil 1. CuGaSez monokristalinin Volt —Amper xarak-
teristikasina y-siialarinin tosiri. 1-ilkin spektr,
2-y-siiasinin tasirindsn sonra.

Monokristala 128,4 grey doza verdikdon sonra,
¢okilon spektrdo platanin yaranmasi miisahido edirik.
Bizo goro, bu artim ionlagsmadan sonra qeyri-osas yUuk-
dasiyicilarin konsentrasiyasinin artmasi hesabima ol-
mugdur. Garginliyin 50-300V araligindaki qiymatlarin-
do spektr diiz Xatts ¢evrimis vo sabit qalmigdir. Y- ra-
diasiyadan sonra bas veran ionlagsma hesabina atomun
ilkin vo sonrasi enerjisi arasinda forq yarandigi {igiin,
ndqtavi defektlar omola golir vo rekombinasiya prose-
sindo istirak edirlor. Ionlasmadan sonraki vaziyyatdo
ogor atom, laylar arasinda yerlasorsa bir, diyiin noqts-
lorinda yerlosorss digor enerjiyo malik olur. Ona goéro
do, atomun aktivliyi mixtalif olur. Masalon, agor atom
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laylar arasinda yerlogorsa dorin donor defekti yarinmig
olur, ogor dlyiin néqtalorinds yerlogorss kicik akseptor
defekti yaranmis olur. Sonra iso atomun donor tipli de-
fektdon, akseptor tipli defekts sigramasi bir desiyin zobt
olunmasi ilo miigahids olunur. Bu iss r-akseptor morks-
zinin aktivlogmasina sobob olur. Bununla da, defektin
Ozlnl akseptor markozi kimi aparmasi veo rekombina-
siya prosesinds istirak etmasi, Carayanin giiclonmasini
tomin etmis olur. Biz (1 ikinci oyri) sokilds geyri-asas
yukdastyicilarin doymasi halin1 miisahido edirik. Bu
doyma Komton elektronlar1 hesabina bas verir. Elek-
tronlarin siirati boyiik oldugundan, homin elektronlar
rekombinasiyada istirak etmir, stiratlori, yurtkluklori
bdyiik oldugu tiglin, onlar oks elektroda daha tez catir-
lar, ona goro do, biz doymani miisahidos edirik. Homin

sabobdondir ki, elektrik sahasinin 50-300 V intervalin-
da, xatti forma aldiginin sahidi olurug.
Yekun natica:

Y-radiasiyanin tosirindon sonra ionlagma bas ve-
rir. Donor, akseptor morkazlori yaranir. Atomlarin do-
nor morkazlordon, akseptor markozloro kegmasi ilo,
silsilo soklinds elektron vo desiklorin amala golmosi
bag verir. Bu hadiss ise kegiriciliyin kaskin artmasina
Sabab olur. Alinan tacriibadon bels ganasts galirik ki,
yarimkegiricilords defektlorin idars olunmasi kimi mii-
hiim bir naticoni alds etmis oluruq ki, onun asasinda
elektron cihazqayirmada istifado oluna bilacok, osas
parametr kimi, tadbiq imkanlarin1 genislondirmis olu-
ruq.
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VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF CuGaSe2
MONO-CRYSTAL HAS BEEN STUDIED EXPERIMENTALLY

After y- radiations influence of be ionized to conductivity determined.
It was clear that, the price of the point defects resulting from increased activation of conductivity.
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